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Vynalez se tyka zpusobu upr povrchu
kfemikového substratu PIi vyrobé vklada-
cich odporovych a kondenzatorovych Vsa-

zovacich prvkil a siti tantalovou -technolo- ..

gii, uréenych pro montdZ do hybridnich ‘in-

tegrovanych obvodd, |

.V soucasné dobé hybrldm 1ntegrovane oub-

vody se siti ]ak tenkych tak i tlustych VI'S-

tev vyuZivaji s vyhodou _vkladacmh soug4s-

tek, ‘které techmcky i ekonomlcky vyhod-

nym- zpiisobem ‘umoZitujf - s vrstvovou siti
realizovat potF¥ebné obvodové funkce. Rezis-

tory i kondenzatory vklddacich soudistek

“1ze realizovat riznymi technologiemi a ma-

teridly. V pripadg tantalové technologie lze

vytvafet technicky sluitelnym a vyhodnym

zplsobem jak rezistory, tak kondenzitory

vyuZitim obdobnych materidld a pracovnich
krokd. Prvky vytvorené timto zplisobem ma-

1 vyhodné elektrické vlastnosti, rozsah jme-

novitych hodnot odporu nebo kapamty, tep-

lotni soucdinitel odporu nebo kapacity, trvan-

livost-a podobné, a jsou znatné odolné pro-

ti pisobeni vné&jSiho prostfedi. Tato odolnost

souvisi s vysokou stdlosti vrstev na bézi tan-

talu, s jejich rezistenci k plsobeni plynd, .
kapalin i k¥ mechanickému poSkozeni. Z to-

hoto divodu je nutno pfi-fotolitigrafickém

zpracovani vrstvové struktury uZivat agre-

- sivnich leptacich roztokd, napnklad smésf ;
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.-hybridnich obvodi se tento problém fesi
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tantalitniého po celém poy

* pouZitim separalni vrstvy z kysliéniku tan-

talitngho, kterd.se VYtVOI‘l termickou oxi-
dac1 beta tantalu naneseneho po celém” lic-

nim povrchu podlozky U- obvodu s paswm-
-vrstvou’ siti vytvalenou tantalovou techiio-

logii prltomnOSt separaéni vrstvy’ kyshcmku
u"podlozky ne-
ni na -zavadu, protoze béZng pouzwanou

technikou 'dé&leni “velkoplo$ného  substratu

na jednotlivé systémy je ryhdvani laserem,
pripadné déleni diamantovou pilou. Naproti
tomu vSak na povrchu podlozky, napfiklad

kfemikové, na kterém se vytvaii soustava:
vsazovacich soudastek vSak existuji mista,

"kde tato separacni vrstva kysli¢niku tanta-

litného vadi. Témito misty jsou napftiklad
oblasti urfené k ryhovéani diamantovym né-

.strojem pfi déleni podloZky na -jednotlivé

- systémy - vlastni vklddaci soudéstky. Sprév-

ny pribéh technologie déleni vyZaduje, aby
se ryhovéani provdd&lo na povrchu kiremiku,
coZ piredpokladd predchozi odleptani kys-
licniku kfemicitého a tedy nepkitomnost se-
paraéni vrstvy kysliéniku tantali¢ného, kte-
ra se obtiZzné chemicky zpracovava.

Tato nevyhoda soucasného stavu techniky



je odstranéna zpﬁsobem podle vynalezu, je-
hoZ podstata Spoéiva 'v tom, Ze se Kkysli¢nik
tantali¢ny vytvoli selektllvné termickou oxi-
daci beta tantalu, ktery byl fotolitograficky
zpracovadn do topologlcké struktury kyslic-
niku tantalicného, piitemZ lze selektivng
vytvoFenou vrstvu Kysliéniku tantaliéného

pouZit jako masky pro leptdni vrstev, pii--

padn& podlozky, leZicich pod touto maskou.
. V¢hodou vynélezu je, Ze se nevytvolfi geo-
metrické obrazce separa¢ni vrstvy odleptéa-
- nim kysli¢nfku tantali¢ného z mist, kde ne-

ni tato vrstva Zadouci, jak je obecn& pfi
zpracovéni vrstev na potfebnou topologic- -

kou strukturu v technologii hybridnich inte-
grovanych obvod obvyklé, nybrZ selektiv-
nfm vytvofenim kysli¢niku tantali¢ného pou-
" ze na poZadovanych mistech. Vynalez je za-
lozen na vyuZiti vlastnosti separa&nf vrstvy
kysliéniku tantaliéného, kterd zlepSuje viast-
nosti vytvofené vrstvové struktury rezistord
" a kondenzéatorQl technologicky a ekonomic-
Ky -vghodnym zplisobem, pfi€emZ je. tato
vrstva vytvofena v mistech, kde je jeji vy-
uZit{ vfhodné. Na cely povrch podloZky se
‘nanese vrstva beta tantalu, tato vrstva se
fotolitograficky zpracuje - odlept& se beta
tantal z mist, kde je neZddouci budouci se-
para¢ni- vrstva kyslieniku tantaliéného, pfi-

¢emZ se timto zplisobem vytvofend struk-

tura beta tantalové vrstvy prevede termic-
kou oxidacf na kysli¢nik tantaliény. V§hodou
" tohoto postupu je, Ze chemické zpracovani
vistvy Kyslitniku tantalitného, které je
obecné& velmi- obtiZné, v dﬁsledku nutnosti
pouZiti agresivnich leptadel, napadajicich
fotorezistovou masku, se nahrazuje snad-
n&j¥im zpracovénim vrstvy beta tantalu, kte-
.'-ré vyuzlva béZné uzivanych postupﬁ a za-

'Zp’i‘."léab dpravy povrchu ki‘emikového sub-
strdtu p¥i vyrob& vkladacich odperovieh-a

“kondenzétorovych vsazovacich prvké a siti

tantalovou. technologii se separatni vrstvou
kysli¢niku tantalitného, vyznadeny tim, Ze
.se kysliénik tantaliény . vytvofi selektlvné
.termickou ox1da01 beta tantalu, ktery byl fo-

]1h0|éeské tiskd rny, m. P, pmv-oz 6 JindF. Hxadcc

" ¥izenf. Dalst vyhodou tohoto. zplisobu je, Ze

Ize pouZit této vrstvy selektivn& vytvoifené- .
ho kysliéniku tantali®ného jako masky k lep-

. tani kyslitniku ki¥emi&itého v mistech bu-
" douciho ryhovani, ¢imZ se udeti{ jeden tech- .
nologicky krok, maskovdni {otorezistem.

Tento postup umoZiluje s vyhodou vyuZit

Z4doucich vlastnosti separaéni vrstvy kys-
liénfku tantalicného i v oblasti vklédacich
soud4stek, coZ m4 tfm v&t3{ vyznam, &fm

+ jsou tyto vklddaci souééstky ‘mensi. To je

déno tim, Ze fotolitografické postupy jsou
charakterizovany uréitou- absolutni ‘chybou, -
kterd je pfitomnost{ separacni vrstvy kyslié-
niku tantali¢ného sniZena, a tato chyba je
tim vyznamnégjsi, ¢im je §Ii‘ka funkéni linie
vsazovactho prvku u¥i. U rezistori vzazo-
vacich soucdéstek se pouZIva Sirka: odporové
dréhy v desitk4ch um. '

Vynédlez bude bliZe popsan a vysvétlen na
pfikladu moiného provedeni podle - vynéle-r
Zu.

Priklad - . ' :

\'% konkrétnim pi‘ipadé byla podloika z
lest8ného kiemiku, opatfené vrstvou kyslic-
niku kfemi¢itého potom dokonale ofiSt&na
kapalinami. MoZno pouZit i péru, p¥ipadng
bombardovani urychlenymi ionty. Pak se ce-
1§ povrch podloZky opatfil vrstvou beta tan-

- talu katodovym- napraSovinim. - Za -pouZiti .

fotorezistové masky se vrstva beta tantalu

- odleptala z mist, kde byla neZ&douci budou-

ci vrstva kysli¢niku tantali¢ného. Termickou
oxidaci po dobu p&ti hodin p¥i teplot& 500 0C
na vzduchu se pFevedla vrstva beta tantalu
na kysliénik tantaliny, pfiCemZ se tyto
obrazce vrstvy kysli¢niku. tantalidného po-
uixly jako maska pro selektwm leptam kys-
héniku kremléltého o ‘
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tohtograflcky zpracovén do topologlcke
struktury kysliéniku tantalitného, p¥iéemz.
lze tuto selektivng vytvoFenou vrstvu kys-
liéniku tantali¢ného pouZit jako masky pro

-leptan{ vrsfev, pifpadné podlozky, 1ezimch

pod touto maskou.

Cena: 2,40 Kt‘Ss



	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS

